DUV vrstvy pro sestavu
cocek k Ramanovske

spektroskopii

Jifi Jankuj, Jaromir Brezina
Meopta Optika s.r.o.

Technologickd agentura Centra
y | Ceské republiky kompetence

Projekt TE01020229 (Centrum digitdlni optiky) je Fesen s financni podporou TA CR




Obsah prezentace

Zadani pro objektiv Ramanova DUV spektroskopu,
pouzité materialy, AR vrstvy

Pouzita technologie pro AR vrstvy

Popis pouzité vakuovky pro vyrobu

Vypocet indexti lomu a tooling faktoru pro pouzité
naparovaci materialy

Optimalizace algoritmu pro nalezeni AR designu
Vyroba vrstev na ¢o¢kach pro Ramanovu
spektroskopii

Vysledek




Zadani pro objektiv Ramanova DUV spektroskopu,
pouzité materialy, AR vrstvy

« Zahéjeni vypocti objektivu optickym designerem
v Meopté s materialy CaF, a fused silica pro
vyrobu cocek

« Ramanova spektroskopie pracuje ve spektralni

oblasti od 229 nm — 274 nm

Calcium Fluoride Fused Silica
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Objektiv pro Ramanovu spektroskopii
(orientac¢ni schéma sestavy)




2. Pouzivané naparovaci materidly pro DUV vrstvy

Evaporation material Chemical formula Transparency Refractive index = Melting point
Hafnium oxide HfO2 0.24-8 2.0 2812

Scandium oxide Sc203 0.23-12 1.9 2400

Magnesium oxide

Aluminium oxide

Silicon dioxide

Magnesium fluoride




. Popis pouzité vakuovky pro vvrobu

Syrus 1100 DUV od Leybold Optics s kryo pumpou, specialné
vylesténym nerezovym povrchem, pouzité bezolejové vakuové pumpy
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Plasmovy zdroj od firmy Leybold Optics s
kyslikovou sprchou nad APS zdrojem

Gas -shower (O, )

= spiraling electrones

Argon-ions creates atomic oxigen,what
is needed for an fast oxidation process
of Ta,O,4

Lanthanhexaborit- magnetline
cathode




Porovnani plasmového zdroje - APS standard a APS pro

standard APS APSpro

—4=—APS

== APSpro
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Oxygen flow (sccm)




Depozitni parametry pouzitych materiala
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4. Vypocet indext lomu
Software MatEdit od firmy Leobold Optics
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Optické indexy lomu materiali v DUV oblasti

Material AL,O,
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5. Optimalizace algoritmi pro vypocty

a-automatické algoritmy pro 1-2 vrstvy programem MacLeod, TFCalc WinFilm
b-rucni simplex metody v programu Mecalc, Film2006, WinFilm ,CodeV etc.

« MacLeod program e Mecalc program

5 Simplex Refining Parameters

0 Optimac

5A Simulated Annealing
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Teoretické optimalni vysledky pro fused silica substraty
8 AR vrstvou v technologii Al,0,/Si0,a Al,O./Si0,/MgF,
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Teoreticky design 8 AR vrstvy technologii Al,O,/SiO,/MgF,
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6. Vyroba vrstev na ¢o¢kach pro Ramanovu spektroskopii
( méreni na ¢ockach na spektroskopu Specord 600)
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Propustnost na lithosilové ¢occe
(navrstveny po obou stranach )




Dékuji za pozornost




